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(54)【発明の名称】 液晶表示装置

(57)【要約】
【課題】  画面の特定領域にＳＲＡＭを内蔵した液晶表
示装置において、ＳＲＡＭ駆動時の非表示部分の画素に
直流電圧が印加されないようにして、画素の劣化を防止
する。
【解決手段】  ＳＲＡＭ駆動時には、ＨレベルのＳＲＡ
Ｍモード信号により走査信号制御回路１０２のＯＲ回路
２５から常にハイレベルの走査信号を出力させて画素Ｔ
ＦＴ２７をオン状態としておき、この間に選択スイッチ
回路１０１のスイッチ２２をオフ、スイッチ２３をオン
として、対向電極電圧を信号線２１に出力するように構
成して、通常画素領域１の液晶容量Ｃに画素ＴＦＴ２７
を介して対向電極電圧が印加されるようにして、前記非
表示部分の画素に直流電圧が掛からないようにした。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  互いに交差する複数の信号線と複数の走
査線の各交点付近に配置された画素電極と、前記走査線
に供給された走査信号により前記信号線に供給された信
号電圧を前記画素電極に印加するスイッチ素子と、所定
の対向電位に設定された対向電極と、前記電極間に介在
された液晶層とを含む複数の画素がマトリクス状に配置
され、且つ前記複数の画素が、静止画信号電圧記憶用の
記憶素子を含む画素で構成される第１の画素部と、前記
記憶素子を含まない画素で構成される第２の画素部とに
分割され、前記記憶素子に保持されている静止画信号電
圧を前記第１の画素部を構成する各画素の前記画素電極
に印加することにより、前記第１の画素部でのみ静止画
表示を行う機能を有する液晶表示装置において、
前記静止画表示の期間中、前記第２の画素部を構成する
各画素の前記画素電極に前記対向電位と同電位の信号電
圧を印加する対向電位印加手段を、
具備することを特徴とする液晶表示装置。
【請求項２】  前記対向電位印加手段は、静止画表示期
間中に前記対向電位と同電位の信号電圧を前記信号線に
供給する選択スイッチ回路と、静止画表示期間中に前記
第２の画素部を構成する各画素の前記スイッチ素子のみ
に定常的に走査信号を供給する走査信号制御回路とを備
えることを特徴とする請求項１に記載の液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、画面内の特定領域
の画素にＳＲＡＭを備えたアクティブマトリクス型の液
晶表示装置に係り、特にＳＲＡＭ保持データの表示時に
おける非表示部分の劣化を防止するための駆動回路技術
に関する。
【０００２】
【従来の技術】ＴＦＴ（薄膜トランジスタ）を用いたア
クティブマトリクス型液晶表示装置は、軽量、薄型、低
消費電力等の特長を活かし、テレビ、携帯情報端末或い
は、グラフィックディスプレイ等の表示素子として盛ん
に利用されている。最近では、従来のアモルファスシリ
コンに比べて電子移動度が高いポリシリコンＴＦＴを比
較的低温のプロセスで形成する技術が確立したことによ
りＴＦＴの小型化が可能となり、また不純物ドーピング
プロセスの導入によって相補型トランジスタ（ＣＭＯＳ
トランジスタ）の形成が可能になったことなどから、ガ
ラス基板上に駆動回路を一体形成したＴＦＴ液晶表示装
置も出現している。
【０００３】また、ＣＭＯＳ回路を形成できることを利
用して、一画素内に液晶印加電圧を静的に保持しうる、
いわゆるＳＲＡＭを内蔵したＴＦＴ液晶表示装置も開発
されている。
【０００４】以下、“表示データ”とは動画や中間調表
示などの通常駆動時に用いる通常の表示データをいい、
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“静止画表示データ”とは待機時に用いる静止画用の表
示データをいう。また、ＳＲＡＭ保持データとは画素内
のＳＲＡＭに保持された静止画表示データを指すものと
する。
【０００５】元来、液晶表示装置は液晶材料が交流駆動
を必要とするという間題及びＴＦＴ素子の電圧保持能力
の問題の２点から、静止画表示を行う際にも通常駆動時
と同じ表示データや制御信号などを表示フレーム毎に与
える必要があるため、各ドライバ回路、システム回路
（グラフィックコントローラ）を常に動作させなければ
ならず、消費電力を低減させることが難しかった。これ
に対してＳＲＡＭを内蔵した液晶表示装置では、静止画
表示を行うときはＳＲＡＭに保持されているＳＲＡＭ保
持データで表示を行い、この間はドライバ回路、システ
ム回路を待機状態とすることにより消費電力を低減させ
ることができるため、特にバッテリー駆動されることが
多い携帯情報機器の省電力化に貢献することができる。
【０００６】上記のような携帯情報機器において、機器
の待機時に静止画表示を行うという用途としては、例え
ば画面の一部にカレンダーや時計の表示を行うなど、画
面の特定領域にのみＳＲＡＭ機能が要求されるものが多
く、この場合は画面の特定領域にのみＳＲＡＭを内蔵す
ればよいことになる。
【０００７】図３は、画面の特定領域にのみＳＲＡＭを
内蔵した液晶表示装置の構成例を示したブロック図であ
る。液晶表示装置１０は、ＳＲＡＭを備えていない画素
で構成される通常画素領域１とＳＲＡＭを備えた画素で
構成されるＳＲＡＭ内蔵画素領域２により画面が上下分
割で構成され、さらに、これら通常画素領域１とＳＲＡ
Ｍ内蔵画素領域２を駆動して、画像を表示するためのＸ
ドライバ（信号線ドライバ）３とＹドライバ（走査線ド
ライバ）４とを備えている。図４は、図３に示した通常
画素領域１とＳＲＡＭ内蔵画素領域２の回路図である。
通常画素領域１は、ＳＲＡＭを備えていない通常画素部
１００のみで構成され、ＳＲＡＭ内蔵画素領域２は、通
常画素部１００とＳＲＡＭ部２００の２つのブロックか
ら構成されている。ここで、ＳＲＡＭ部２００に保持さ
れているＳＲＡＭ保持データによって表示することをＳ
ＲＡＭ駆動と呼ぶことにする。
【０００８】ＳＲＡＭ駆動時には、各領域の画素ＴＦＴ
１２はオフに固定、またＳＲＡＭ内蔵画素領域２のスイ
ッチＳＷ－Ｃはオンに固定し、２段インバータ１４、１
５の出力をスイッチＳＷ－Ａ、ＳＷ－Ｂで交互に選択
（ｏｎ／ｏｆｆ）して、ＳＲＡＭ内蔵画素領域２の画素
容量Ｃへ図５に示すようにＳＲＡＭ保持データ（ＳＲＡ
Ｍ駆動開始時に書き込まれる）を与える。これと同時に
対向電極１３の電位も反転駆動を行い、画素容量Ｃに与
えられたＳＲＡＭ保持データの信号電圧（図５の“画
素”）と対向電極電圧（図５の“対向”）との位相関係
を周期的に交互に切り替えて白／黒の２値表示を行う。
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このとき、通常画素領域１では、画素ＴＦＴ１２がオフ
となっているため、画素容量Ｃはフローティング状態に
なっている。このため、通常駆動時に画素容量Ｃに与え
られた表示データの信号電圧を制御することが出来ず、
電流のリークや寄生容量によるカップリングの影響を受
けて、画素容量Ｃに直流電圧が印加されうる状態にある
ことになる。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】上記のような画面の特
定領域にのみＳＲＡＭを内蔵した液晶表示装置では、Ｓ
ＲＡＭ駆動時に、ＳＲＡＭ保持データによる静止画像が
表示される部分以外のＳＲＡＭの形成されていない部分
（以下、非表示部分）の画素に印加された表示データの
信号電圧はフローティング状態になる。それ故、これら
画素に印加された信号電圧を制御することができず、場
合によっては画素容量Ｃ、即ち液晶材料に直流電圧が印
加されて劣化を起こす恐れがあった。
【００１０】本発明は、上述の如き従来の課題を解決す
るためになされたもので、その目的は、ＳＲＡＭ駆動時
の非表示部分の画素に直流電圧が印加されないようにし
て、液晶の劣化を防止した信頼性の高い液晶表示装置を
提供することである。
【００１１】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に、請求項１の発明は、互いに交差する複数の信号線と
複数の走査線の各交点付近に配置された画素電極と、前
記走査線に供給された走査信号により前記信号線に供給
された信号電圧を前記画素電極に印加するスイッチ素子
と、所定の対向電位に設定された対向電極と、前記電極
間に介在された液晶層とを含む複数の画素がマトリクス
状に配置され、且つ前記複数の画素が、静止画信号電圧
記憶用の記憶素子を含む画素で構成される第１の画素部
と、前記記憶素子を含まない画素で構成される第２の画
素部とに分割され、前記記憶素子に保持されている静止
画信号電圧を前記第１の画素部を構成する各画素の前記
画素電極に印加することにより、前記第１の画素部での
み静止画表示を行う機能を有する液晶表示装置におい
て、前記静止画表示の期間中、前記第２の画素部を構成
する各画素の前記画素電極に前記対向電位と同電位の信
号電圧を印加する対向電位印加手段を具備することを特
徴とする。
【００１２】請求項２の発明は、請求項１において、前
記対向電位印加手段は、静止画表示期間中に前記対向電
位と同電位の信号電圧を前記信号線に供給する選択スイ
ッチ回路と、静止画表示期間中に前記第２の画素部を構
成する各画素の前記スイッチ素子のみに定常的に走査信
号を供給する走査信号制御回路とを備えることを特徴と
する。
【００１３】好ましい形態として、前記静止画信号電圧
記憶用の記憶素子として、例えばＳＲＡＭが用いられ
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る。
【００１４】好ましい形態として、前記対向電位と同電
位の信号電圧は、前記対向電極に対向電位を供給する対
向電極電圧生成回路、又は前記信号線に映像信号電圧を
供給する信号線ドライバから出力する。
【００１５】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施形態を図面に
基づいて説明する。なお、本実施形態の基本構成は図３
及び図４と同じであるために説明を省略するものとし、
ここでは特徴的な構成についてのみ説明する。
【００１６】図１は、図４に示す通常画素領域１と図３
に示すＸドライバ３及びＹドライバ４の部分構成例を示
した回路図である。Ｘドライバ３の出力側には、Ｘドラ
イバ３から出力される表示データと、図示しない対向電
極電圧生成回路から出力される対向電極２４の電圧（対
向電極電圧）のいずれか一方を選択して信号線２１に出
力する選択スイッチ回路１０１として、スイッチ２２、
２３が接続されている。また、Ｙドライバ４の出力側に
は、Ｙドライバ４からの出力と図示しないコントロール
ＩＣから出力されるＳＲＡＭモード信号を入力とし、出
力はゲート線２６に接続する走査信号制御回路１０２と
して、オア回路２５が接続されている。選択スイッチ回
路１０１と走査信号制御回路１０２は対向電位印加手段
として機能している。
【００１７】通常画素領域１は、信号線２１に画素ＴＦ
Ｔ２７を介して画素を形成する液晶容量Ｃが接続され、
この液晶容量Ｃの他方の電極は対向電極２４となってい
る。
【００１８】次に、本実施形態の動作について説明す
る。通常駆動時は、図２に示すようにＳＲＡＭモード信
号はローレベル（Ｌ）で、走査信号制御回路１０２のオ
ア回路２５の出力はＹドライバ４の出力Ｘとなり、ゲー
ト線２６にはＸが出力されて、画素ＴＦＴ２７がオン・
オフされる。なお出力Ｘとは、画素ＴＦＴ２７をオンす
るハイレベルの走査信号と、オフするローレベルの走査
信号の両方が含まれ、一定周期でハイレベル／ローレベ
ルに交番する走査信号が出力Ｘとなる。
【００１９】一方、選択スイッチ回路１０１ではスイッ
チ２２がオン、スイッチ２３がオフとなり、Ｘドライバ
３からの出力（表示データ）が選択されて信号線２１に
出力される。これにより、所定のタイミングで表示デー
タが液晶容量Ｃに印加されて画像が表示される。
【００２０】通常駆動時は、ＳＷ－Ｂ、ＳＷ－Ｃ（図
４）がオフすることでＳＲＡＭ内蔵画素領域２の各画素
からＳＲＡＭ部２００が切り離され、通常画素領域１と
同様にＸドライバ３の出力に対応する画像が表示され
る。即ち、通常駆動時、全面で通常の画像が表示され
る。
【００２１】ＳＲＡＭ駆動時は、図２に示すように、Ｓ
ＲＡＭモード信号はハイレベル（Ｈ）で、走査信号制御
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回路１０２のＯＲ回路２５の出力はＹドライバ４の出力
Ｘに係わらず常にハイレベルとなり、ゲート線２６には
ハイレベルの信号が出力される。すなわち、この場合は
常にハイレベルの走査信号が出力されるので、通常画素
領域１の画素ＴＦＴ２７はオンしたままとなる。
【００２２】一方、選択スイッチ回路１０１ではスイッ
チ２２がオフ、スイッチ２３がオンとなり、図示しない
対向電極電圧生成回路から出力される対向電極電圧が選
択されて信号線２１に出力される。これにより、通常画
素領域１の液晶容量Ｃには画素ＴＦＴ２７を介して対向
電極電圧が印加されることになる。
【００２３】ＳＲＡＭ駆動時では、ＳＲＡＭ内蔵画素領
域２は図４、図５で説明した従来例と同様の動作を行っ
て、ＳＲＡＭの保持データがＳＲＡＭ内蔵画素領域２に
静止画表示される。
【００２４】ここで、ＳＲＡＭモード信号をハイレベル
（Ｈ）の信号としている理由は、ＳＲＡＭ駆動を開始す
る際に、静止画データのＳＲＡＭへの書き込み（この間
は通常駆動）→ＳＲＡＭデータ保持という順を取る必要
があり、回路の動作開始時にはＳＲＡＭモード信号はロ
ーでなければならないためである。
【００２５】本実施形態によれば、ＳＲＡＭ駆動時に、
通常画素領域１の各画素に対向電極電圧を与えているた
め、液晶への直流電圧印加を防止することができ、通常
画素領域１の劣化を防止することができる。
【００２６】なお、本実施形態では対向電極電圧を図示
しない対向電極電圧生成回路から出力するようにしてい*
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*るが、対向電極電圧として対向電位と同電位の信号電圧
をＸドライバ３から供給するように構成してもよい。
【００２７】
【発明の効果】以上に説明したように、本発明の液晶表
示装置によれば、ＳＲＡＭ駆動時に非表示部分の画素に
対向電極電圧を与えることで、これら画素の液晶への直
流電圧印加を防ぐことができるため、液晶の劣化を防止
して信頼性の高い液晶表示装置を提供することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】通常画素部、Ｘドライバ及びＹドライバの部分
構成例を示した回路図。
【図２】通常駆動時とＳＲＡＭ駆動時の信号状態を示す
説明図。
【図３】画面の特定領域にのみＳＲＡＭを内蔵した液晶
表示装置の構成例を示したブロック図。
【図４】図３に示した通常画素領域とＳＲＡＭ内蔵画素
領域の回路図。
【図５】図４に示した装置のＳＲＡＭ駆動時の動作説明
図。
【符号の説明】
１…通常画素領域、２…ＳＲＡＭ内蔵画素領域、３…Ｘ
ドライバ、４…Ｙドライバ、２１…信号線、２２，２３
…スイッチ、２４…対向電極、２５…ＯＲ回路、２６…
ゲート線、２７…画素ＴＦＴ、１００…通常画素部、２
００…ＳＲＡＭ部、Ｃ…液晶容量

【図１】 【図３】
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